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Se estudió e1 ancho a la mitad de la banda de fotoluminiscencia del espectro de pares de 
semlconductores tipo n en fuadhn de la temperatura y la intensidad de excitación. partiendo 
de la ecuación de intensidad haliada por Fonthal. La comparacl6n con los valores 
experimentales. a temperaturas bajas, para el GaP(S,Znl y GaPIS,Cd) estuvo denm del margen 
de error. Igualmente se comparó cualihiivamente con los resultados de Halperln et al para el 
GaiYS.C) tanto para su dependencia con la temperatura como con la intensidad excitatriz. y 
la tendencia es simüar. Los resultados c o n h m n  parciahnente la bondad dd modela de 
FonthaJ con respecto al tradicional de Halpem-Zacks, además de que no necesita de 
parámetms para ajustar romo es el caso de éste úitfmo. 
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Study of hotolurninescence band half-width 
by fair recodination in n-type Gap with ternperature 

and excitation intensity 

Starüng from the intensiw equation described by Fonthai, the pair spectra 
photoluminmcence half-band width in n-iype semiconductors as a function of temperature 
and e~cltatron intensity was studied. Resulb were compared with the GaP(S.Zn) and 
GaP(S,Cdl experimental values in low temperatures árid were found fnslde of error mar@. 
Haiperin et al's experimental data ofGaP(S,C1 show similar behavior, Results pwbüy confirm 
the goodnm of Fonthal's mdel over Halperh's traditional one. Morewer. the flrst one does 
not need parameten ajustment. 
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